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Siemens Transistor AD162 Datasheet

AD 162 komplementar gepaart AD 162/AD 161 PNP/NPN

PNP-Transistor fir NF-Endstufen

AD 162 ist ein legierter PNP-Germanium-Transistor im Gehduse 9 A 2 DIN 41875
(S0T-9), Der Kollektor ist mit dem Gehause elektrisch verbunden, Zur isolierten
Befestigung des Transistors auf einem Chassis sind Isoliernippel und Glimmer-
scheibe vorgesehen, welche zusétzlich zu bestellen sind.

Der Transistor AD 162, zur Verwendung in NF-Endstufen, kann fiir Gegentaktend-
stufen auch gepaart geliafert werden, Mit AD 161 ist der Transistor AD 162 auch als
komplementares Paar lieferbar.
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AD 162 Kompl. gep.| QB0104-X162-53
Glimmerscheibe Q62901-B16-A Isclisrnippel:
Isoliernippel 062901-B13-B Mabstab 211
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Gewicht etwa B2 g  MaBa in mm

Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Spannung =Ueen 20 v
Kollektor- Basis-Spannung —enn K ¥ W
Emitter-Basis-Spannung —eag 10 i
Kollektorstrom =I: 3 A
Basisstrom =Iy 0.3 fa
Sperschichttemperatur T a0 "G
Lagertemperatur T, 55 bis + 76 | "C
Gesamtverlustleistung P B W
Wérmewiderstand

Kollektorsperrschicht — Transistorgehause Aenae = 4.5 | grd W
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Statische Kenndaten (7o = 26°C)

Die Transistoren AD 162 werden bei —I. = 500 mA nach der statischen Stromver-
stérkung 8 gruppiert und mit romischen Ziffern gekennzeichnet, Die folgenden Werte
gelten bei einer Kollektorspannung von =4+ = 1 ¥V und den nachstehenden Kollek-
torstromen:

8-Gr, W Wi Vil Vil
- B B 5 2] ~Uss
md, I 1n Io/1n I-/1g I Iy v
60 67 98 170 236 <03
500 (75 (50 bis 100) (110 (75 bis160) |190 (125 bis 260) |260 (175 bis 350)|< 0,55
2000 (63 a2 160 220 =1
Basis-Emitter-Spannung (-Iz = 5 mA:
=Uep =10 W) -Upe 120 bis 160 m
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
(Iz =1 Afirdie Kennlinie, die bei konstantem
Basisstrom durch dem Kennlinienpunkt
Ic =-1.1 A; UEE ==1V QEht} -UCE||: < 0,6 W

Te a0 256 “C
Kollektor-Basis- Reststrom
(—Ucap = 20 V) —Iepg 300 (< 1300) 7 (=< 40) i
Kollektor- Basis-Raststrom
(=lepa = 32 V) =Ieng 550 (< 2000)| 15 (< 200) | whA
Kollektor-Emitter- Reststrom
(=Legy = 32V, Uge = 0.6 V) ~Icpy |550 (= 2000) - A
Emitter- Basis- Reststrom
(—Uggo = 10V) —Igpo |- 16 (< 200) | wA
Kollektor-Basis-Sperrspannung  (Iegg = 200 pA) —Uppe| = 32 W
Kollektor-Emitter-Sperrspannung (Igep =05 A)  Lggo| = 20 v
Emitter- Basis- Sparrspannung (Teap = 200 pA) =Ugpg| = 10 v
Paarungsbedingungen: AD 162 [ AD 162
(~Te = 06 A; ~Uce = 1V) g_1 <1.26 -

2
(Ie =580 ma; U = 10V) Allge | = 20 my
Paarungsbedingungen: AD 162 / AD 161
(-Ic =05 A; -Ue =1V) g—‘ =125 -
z

Dynamische Kenndaten (7g = 25°C)
Arbeitspunkt: (=I: = 300 mA; =l = 2 V)
Transitfraquenz fr 1.6 (= 1) MHz
Grenzfrequenz in Emitterschaltung fa 15 kHz
Kollektor-Basis- Kapazitat
{—brc'q =5V.f= 450 kHZ} Cc'u 100 pF
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Temperaturabhingigkeit der
zuléssigen Gesamiverlustleistung
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Stromverstarkung 8 = F([;)
Ueg = 1 V; (Emimerschaliung)
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Ausgangskennlinian Ausgangskennlinien
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Temperaturabhangigksit Transitfrequanz v =  (fz)
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